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(57) Abstract: The invention concerns a radi-

3 ation-emitting semiconductor component, com-

/ prising a semiconductor body (1), provided with

{ an active layer (9) generating a radiation and a

l ] _— type p conduction contact layer (2) which con-

tains InGaN or AllnGaN and whereon is applied

/' a contact metallization (3). The invention also

2 concerns a method for making such a semicon-
ductor component.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
9 S beschreibt ein strahlungsemittierendes Halblei-
terbauelement mit einem Halbleiterkdrper (1),
der eine strahlungserzeugende aktive Schicht
(9) und eine p-leitende Kontaktschicht (2)

== aufweist, die InGaN oder AllnGaN enthilt

} und auf die eine Kontaktmetallisierung (3)
/ aufgebracht ist. Weiterhin beschreibt die
4 Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines

solchen Halbleiterbauelements.
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Beschreibung

Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement und Verfahren zu

degsen Herstellung

Die Erfindung beschreibt ein strahlungsemittierendes Halblei-
terbauelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 so-
wie ein Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittieren-
den Halbleiterbauelements nach dem Oberbegriff des Patentan-

spruchs 16.

Strahlungsemittierende Halbleiterbauelemente der genannten
Art weisen einen Halbleiterkdrper mit einer p-leitenden und
einer n-leitenden Seite auf, die jeweils mit einer Kontakt-
flache verbunden sind. Die Kontaktfldchen sind in der Regel
als Metallfl&chen ausgebildet, an die beispielsweise eine
Drahtverbindung angeschlossen oder mit der der Halbleiterkdr-
per auf eine Chipanschluffladche montiert werden kann. Im Be-
trieb wird Uber die Drahtverbindung bzw. die ChipanschluRfléa-
che ein Betriebsstrom in das Bauelement eingepragt. Ublicher-
weise ist in dem Halbleiterkdrper eine hoch dotierte Kontakt-
schicht vorgesehen, auf die die Kontaktflédche in Form einer

Kontaktmetallisierung aufgebracht ist.

Bei Halbleiterbauelementen auf der Basis von GaN, AlGaN,
InGaN und/oder AlInGaN, die im folgenden kurz als "GaN-basie-
rend" bezeichnet werden, wird oftmals auf der p-leitenden
Seite des Halbleiterkdrpers eine p-GaN-Kontaktschicht verwen-
det. Hier tritt bei der Verbindung der p-leitenden Kontakt-
schicht und der Kontaktmetallisierung ein vergleichsweise ho-
her Kontaktwiderstand auf. Die an dem Kontaktwiderstand ab-
fallende elektrische Leistung wird in Verlustwarme umgewan-
delt und steht nicht mehr fir den funktionellen Betrieb des
Bauelements, beispielsweise zur Strahlungserzeugung bei einem
strahlungsemittierenden Bauelement zur Verfligung. Bei GaN-ba-
sierenden Bauelementen kann der Anteil der an dem Kontaktwi-

derstand abfallenden Verlustleistung gegeniliber der elektri-
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schen Gesamtleistung 50% und mehr betragen. Weiterhin fihrt
die entstehende Verlustwirme zu einer Erwarmung des Bauele-
ments, wobei bei zu hohen Temperaturen die Gefahr einer Be-
schadigung des Bauelements besteht. Es ist daher wiinschens-
wert, den Kontaktwiderstand moéglichst gering zu halten. Dies
trifft insbesondere flr Laserdiodenbauelemente zu, die mit
einem hohen Strom betrieben werden und eine hohe thermische
Sensitivitat aufweisen. So kdnnen Temperaturanderungen zu In-
stabilitdten der Lasermode und Anderungen der Emissionswel-
lenlange fihren. Weiterhin kd&énnen durch zu hohe Temperaturen
die Laserspiegel beschidigt werden, was in der Regel einen

irreversiblen Totalausfall der Laserdiode zur Folge hat.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein strahlungs-
emittierendes Halbleiterbauelement mit einem verbesserten
Kontakt zu schaffen, der insbesondere einen geringen Kontakt-
widerstand aufweist. Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung eines Bauele-

ments mit einem verbesserten Kontakt anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch ein strahlungsemittierendes Halblei-
terbauelement nach Patentanspruch 1 bzw. ein Verfahren nach
Patentanspruch 16 geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhingigen Angprlche.

ErfindungsgemdR ist vorgesehen, ein strahlungsemittierendes
Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterkdrper zu bilden,
der eine strahlungserzeugende aktive Schicht und eine p-lei-
tende Kontaktschicht mit einer darauf aufgebrachten Kontakt-
metallisierung aufweist, wobei die Kontaktschicht InGaN oder
AlInGaN enthalt.

Es hat sich Uberraschenderweise gezeigt, daR bei einem Halb-
leiterbauelement mit einer In-haltigen Kontaktschicht der

Kontaktwiderstand wesentlich geringer ist als bei einem Bau-
element mit einer p-GaN-Kontaktschicht. Der In-Gehalt in der

Kontaktschicht isgt vorzugsweise grdRer als 1 Atoms und liegt
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3
vorzugsweise zwischen etwa 1 Atom% und 9 Atom%, besonders
bevorzugt in einem Bereich zwischen 3 Atom% und 6 Atom%,
jeweils bezogen auf die Gruppe-III-Gitterpléatze, wobei die

Grenzen des Bereichs eingeschlossen sind.

Als p-Dotierung der Kontaktschicht kann beispielsweise Magne-
sium oder Zink verwendet werden, wobei sich eine Mg-Dotierung
hinsichtlich der Reduzierung des Kontaktwiderstands als vor-
teilhaft erwiesen hat. Insbesondere kann bei der Erfindung
eine hdhere Mg-Konzentration als bei einer p-GaN-Schicht nach

dem Stand der Technik ausgebildet werden.

Dabei ist zu berticksichtigen, daf die maximale Mg-Konzentra-
tion unter anderem durch Selbstkompensationseffekte limitiert
wird, die ab einer gewissen Konzentration derart dominieren,
daR eine weitere Erhdhung der Mg-Konzentration nicht sinnvoll
ist, da damit keine weitere Erhoéhung der Ladungstragerdichte
bewirkt wird. Fir p-GaN liegt diese Maximalkonzentration bei
3

etwa 5-10*° cm™. Bei der Erfindung hingegen kann die Mg-Kon-

zentration bis tiber 2:10%° cm™

gesteigert werden.

Als Kontaktmetallisierung wird bevorzugt eine PdAu- oder
NiAu-Schicht auf der Kontaktschicht ausgebildet. Auch andere
Metalle wie beispielsweise Platin sind als Kontaktmetallisie-
rung geeignet. Fur eine PdAu- oder NiAu-Kontaktmetallisierung
wird vorzugsweise zundchst auf die Kontaktschicht eine Pd-
bzw. Ni-Schicht und darauf eine Au-Schicht aufgedampft. Nach-
folgend werden die Metallschichten einlegiert. Die Legierung
der Metallschichten erfolgt typischerweise bei Temperaturen
zwischen 200°C und 1000° C, bevorzugt zwischen 200° C und
800° C, da bei Temperaturen Uiber 800° C die Gefahr einer

Schadigung der Halbleiterschichten steigt.

Allgemein hat es sich Uberraschenderweise als vorteilhaft er-
wiesen, die p-leitende Kontaktschicht so auszubilden, dafs sie
eine mdglichst groRe Defektdichte aufweist. Unter Defekten

aind hierbei ingbesondere fadenfdrmige Defekte wie fadenfdr-
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4
mige Versetzungen zu verstehen. Die Defektdichte von p-GaN-
Kontaktschichten nach dem Stand der Technik liegt typischer-
weise in der GréRenordnung von 10° cm™. Es hat sich bei der
Erfindung gezeigt, daf hdéhere Defektdichten, beispielsweise
2

in der GréRenordnung von 5:10° cm™? bis 5-10*° cm™®, zu einem

geringeren Kontaktwiderstand fihren.

Bei einem erfindungsgemifen Verfahren zur Herstellung eines
strahlungsemittierenden Bauelements wird auf einem Halblei-
terkdrper, in dem eine aktive strahlungserzeugende Schicht
ausgebildet ist, zunachst eine p-leitende In-haltige GaN-ba-
sierende Kontaktschicht aufgebracht und nachfolgend auf die-

ser Schicht eine Kontaktmetallisierung ausgebildet.

Vorzugsweise wird die p-leitende Kontaktschicht epitaktisch
aufgewachsen. Hierbei hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
die Epitaxie bei einer vergleichsweise geringen Temperatur
durchzuftithren. p-GaN-Kontaktschichten werden nach dem Stand
der Technik tiblicherweise bei etwa 1000 °C aufgewachsen. Es
hat sich gezeigt, daf der Kontaktwiderstand gesenkt werden
kann, indem die Kontaktschicht bei einer geringeren Tempera-
tur, beispielsweise bei 800 °C oder 770 °C, aufgewachsen
wird. Vorzugsweise wird bei der Erfindung die Kontaktschicht
epitaktisch bei einer Temperatur im Bereich zwischen 700 °C
und 950 °C, besonders bevorzugt zwischen 750 °C und 850 °C

abgeschieden.

Weiterhin ist es zur Reduzierung des Kontaktwiderstands vor-
teilhaft, Stickstoff als Tragergas bei der Epitaxie der Kon-

taktschicht zu verwenden.
Weitere Merkmale, Vorzlge und ZweckmafRigkeiten der Erfindung
werden nachfolgend anhand von vier Ausfihrungsbeispielen in

Verbindung mit den Figuren 1 und 4 naher erliutert.

Es zeigen
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Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines ersten
Ausflhrungsbeispiels eines erfindungsgemafen Halb-

leiterbauelements,

Figur 2 eine schematisch Schnittdarstellung eines zweiten
Ausflihrungsbeispiels eines erfindungsgeméfen Halb-

leiterbauelements,

Figur 3 eine schematisch Darstellung einer I-U-Kennlinie
eines dritten Ausflilhrungsbeispiels eines erfin-
dungsgeméfen Halbleiterbauelements im Vergleich zu
einer I-U-Kennlinie eines Bauelements nach dem
Stand der Technik und

Figur 4 eine schematisch Darstellung einer I-U-Kennlinie
eines vierten Ausfihrungsbeispiels eines erfin-
dungsgeméfRen Halbleiterbauelements im Vergleich zu
einer I-U-Kennlinie eines Bauelements nach dem
Stand der Technik.

Gleiche oder gleich wirkende Elemente sind in den Figuren mit

denselben Bezugszeichen versehen.

Das in Figur 1 dargestellte Halbleiterbauelement weist einen
Halbleiterkdrper 1 auf GaN-Basis mit einer p-leitenden und
einer n-leitenden Seite sowie einer aktiven strahlungserzeu-
genden Schicht 9 auf. Auf einer Hauptflache auf der p-leiten-
den Seite ist eine Kontaktmetallisierung 3 und gegenuberlie-
gend auf einer Hauptflache der n-leitenden Seite als Gegen-
kontakt eine weitere Kontaktmetallisierung 4 aufgebracht. Der
n-seitige Kontaktwiderstand ist beil GaN-basierenden Halblei-
terkdrpern in der Regel wesentlich geringer als der p-seitige
Kontaktwiderstand. Da die Kontaktwiderstinde Uber den dazwi-
schenliegenden Halbleiterkdrper in Serie geschaltet sind, ist
es zur Erniedrigung des Gesamtkontaktwiderstands insbesondere
erforderlich, auf der p-leitenden Seite den Kontaktwiderstand

zZU verringern.
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6
Dazu ist bei der Erfindung auf der p-leitenden Seite des
Halbleiterkdrpers eine den Halbleiterkdrper 1 begrenzende p-
leitende InGaN- oder AlInGaN-Kontaktschicht 2 ausgebildet.
Der In-Gehalt liegt vorzugsweise zwischen 1 Atom% und 9
Atom%, besonders bevorzugt zwischen 3 Atom% und 6 Atom%,
jeweils bezogen auf die Gruppe-III-Gitterplatze. Als
Kontaktmetallisierung dient beispielsweise eine PdAu-
Legierung. Hierzu wird zundchst auf die p-leitende InGaN-
oder AlInGaN-Kontaktschicht 2 eine Pd-Schicht und darauf eine
Au-Schicht aufgedampft und nachfolgend bei einer erhbdhten
Temperatur in eine PdAu-Legierung umgewandelt. Der p-seitige
Kontaktwiderstand ist bei diesem Ausfihrungsbeispiel deutlich
geringer als bei einer entsprechenden Anordnung einer
Kontaktmetallisierung auf einer indiumfreien p-GaN-
Kontaktschicht nach dem Stand der Technik.

Zur weiteren Erniedrigung des Kontaktwiderstands ist es bei
der Herstellung des Halbleiterkdrpers mittels eines Epitaxie-
verfahrens vorteilhaft, die Kontaktschicht bei einer ver-
gleichsweise niedrigen Temperatur von etwa 800 °C aufzuwach-
sen und/oder Stickstoff als Tragergas bei der Abscheidung der
p-leitenden Kontaktschicht zu verwenden. Dadurch wird eine
vergleichsweise hohe Dichte von Defekten, insbesondere faden-
férmiger Versetzungen in der p-leitenden Kontaktschicht er-
zeugt, die typischerweise bei 10 cm™® liegt und damit etwa
um einen Faktor 10 grdfer ist als die Defektdichte einer her-
ké&mmlichen Kontaktschicht. Dies bewirkt eine vorteilhafte Er-

niedrigung des Kontaktwiderstands.

In Figur 2 ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines erfin-
dungsgeméfen Halbleiterbauelements gezeigt. Der Halbleiter-
kérper ist hier als Halbleiterlaser strukturiert. Auf einem
Substrat 5, beispielsweise einem SiC-Substrat, ist eine n-
leitende erste Mantelschicht 7, eine n-leitende erste Wellen-
leiterschicht 8, eine aktive Schicht 9, eine p-leitende
zweite Wellenleiterschicht 10, eine p-leitende zweite Mantel-

schicht 11 und eine p-leitende InGaN-Kontaktschicht 2 aufge-
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7
bracht. Die p-leitende Kontaktschicht 2 ist mit einer Kon-
taktmetallisierung 3 versehen. Vorzugsweise ist zwischen dem
Substrat 5 und der ersten Mantelschicht 7 eine Pufferschicht
6 ausgebildet, die dem Ausgleich der verschiedenen Gitterkon-
stanten von Substrat und den Halbleiterschichten der Halblei-

terlaserstruktur dient.

Das Substrat wird bei dem Ausfihrungsbeispiel als Teil des
Halbleiterkdrpers aufgefaRt, wobei das Substrat selbst im Ge-
gensatz zu den darauf aufgebrachten Schichten auch aus einem
Material bestehen kann, das kein Halbleiter ist. So kann der
Halbleiterkdrper auch ein anderes Substrat wie beispielsweise
ein Saphirsubstrat enthalten. Bei einem solchen elektrisch
nichtleitenden Substrat ist allerdings eine veranderte Anord-
nung des Gegenkontakts 4 erforderlich (nicht dargestellt).

Die erste und die zweite Mantelschicht kd&énnen beispielsweise
aus AlGaN, die erste und die zweiten Wellenleiterschicht aus
GaN bestehen. Zur Ausbildung der n-Leitung ist die erste Man-
telschicht 7 und die erste Wellenleiterschicht 8 Si-dotiert.
Die p-Leitung in der zweiten Mantelschicht 11 und der zweiten

Wellenleiterschicht 10 wird durch Mg-Dotierung erreicht.

Die aktive Schicht 9 umfaft eine Mehrzahl von Quantenfilmen

12, die beispielsweise aus einer Folge von dinnen InGaN- und
GaN-Schichten gebildet sein k&énnen. Weitergehend kdnnen die

Quantenfilme auch AlGaN oder AlInGaN enthalten.

Als Kontaktmetallisierung eignet sich wiederum insbesondere
eine PdAu- oder eine NiAu-Legierung, die wie bei dem ersten
Ausflihrungsbeispiel hergestellt sein kann. Aber auch andere
Kontaktmetallisierungen, beispielsweise eine Pt-Schicht, kann

bei der Erfindung verwendet werden.

In Figur 3 ist die eine I-U-Kennlinie eines Ausfihrungsbei-
spiels eines erfindungsgemafen Bauelements im Vergleich zu

einer I-U-Kennlinie eines Bauelements nach dem Stand der
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Technik dargestellt. Aufgetragen ist die an dem Bauelement
anliegende Spannung U in Abhangigkeit eines in das Bauelement
eingepragten Stroms I. Die Linie 13 bzw. die zugehdrigen Mef3-
punkte geben die Messergebnisse des erfindungsgeméfien Bauele-
ments wieder, die MeRpunkte 14 die entsprechenden Ergebnisse
nach dem Stand der Technik.

Die Struktur der Bauelemente entspricht dabeili im wesentlichen
Figur 2. Im einzelnen wurden auf ein SiC-Substrat 5 eine

100 nm dicke Pufferschicht 6 aus Al;..,Gay.gN, eine 500 nm dicke
erste Mantelschicht 7 aus Al, ¢9Gag.o1N, eine 100 nm dicke er-
ste Wellenleiterschicht 8 aus GaN, eine aktive Schicht, eine
126 nm dicke zweite Wellenleiterschicht 10 aus GaN und eine
400 nm dicke zweite Mantelschicht 11 aus Aly.1Gag.oN aufge-
bracht. Die Pufferschicht 5, die erste Mantelschicht 6 und
die erste Wellenleiterschicht 7 sind Si-dotiert und entspre-
chend n-leitend, die zweite Wellenleiterschicht 10 und die

zweite Mantelschicht 11 Mg-dotiert und daher p-leitend.

Die aktive Schicht 9 umfaRt eine Quantenfilmstruktur, die im

einzelnen in Richtung der Kontaktschicht aus einer 3 nm dik-

ken InGaN-Schicht, einer 5 nm dicken GaN-Barriereschicht, ei-
ner 3 nm dicken InGaN-Schicht, einer 5 nm dicken GaN-Barrie-

reschicht, einer 3 nm dicken InGaN-Schicht und einer 15 nm

dicken, Mg-dotierten Al ¢sGao.saN-Barriereschicht besteht.

Bei dem erfindungsgemiRen Bauelement ist auf die zweite Man-
telschicht 11 eine 100 nm dicke, Mg-dotierte Kontaktschicht 2
aus InGaN mit einem Indiumanteil von 3% abgeschieden, die bei
einer vergleichsweise niedrigen Temperatur von 800°C epitak-
tisch aufgewachsen wurde. Bei dem Bauelement nach dem Stand
der Technik wurde zum Vergleich eine 100 nm dicke p-GaN-Kon-
taktschicht bei 1000°C epitaktisch aufgebracht. Als Kontakt-
metallisierung wurde jeweils auf die Kontaktschicht 2 eine
Pd-Schicht mit einer Dicke von 50 nm und eine Au-Schicht mit
einer Dicke von 100 nm aufgedampft und nachfolgend einle-

giert.
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Die Kontakte wurden zur Messung der I-U-Kennlinie als soge-
nannte CTLM-Kontakte (CTLM: circular transmission line method)
ausgefithrt. Gemessen wurde die I-U-Kennlinie eines kreisfdér-
migen Kontakts mit einem Durchmesser von 310 um zu einem
groRfléchigen Kontakt, wobei die Kontakte durch einen 45 pm

breiten Ring getrennt sind.

Wie aus Figur 3 hervorgeht, ist die I-U-Kennlinie bei dem er-
findungsgemdfen Bauelement deutlich linearer und schwacher
gekriimmt als bei dem Bauelement nach dem Stand der Technik.
Der Kontakt bei dem erfindungsgemafie Bauelement weist daher
vorteilhafterweise ein besseres ohmsches Verhalten auf. Zudem
ist insbesondere in der Umgebung des Nullpunkts (I=0A, U=0V)
sowohl der absolute Widerstand U/I als auch der differenti-
elle Widerstand dU/dI geringer als bei dem Bauelement nach
dem Stand der Technik.

In Figur 4 sind die I-U-Kennlinien &hnlicher Bauelemente dar-
gestellt. Im Unterschied zum zuvor beschriebenen Ausfihrungs-
beispiel ist jeweils auf der Kontaktschicht 2 eine Kontaktme-
tallisierung 3 mit einer lateralen Grdfdie von 750 pum x 50 um
aufgebracht. Auf der von der Halbleiterschichtenfolge abge-
wandten Seite ist das Substrat 5 ganzfldchig mit einem Gegen-
kontakt 4 versehen, die laterale Probengrodfie betragt typi-
scherweise 3 mm x 3 mm. Der Ubrige Aufbau und insbesondere
die Zusammensetzung und\Herstellung der Kontaktschicht ent-

sprechen dem zuvor beschriebenen Ausflhrungsbeispiel.

Die zugehdrigen I-U-Kennlinien sind in Figur 4 dargestellt.
Linie 15 gibt die Messwerte flr das erfindungsgeméfle Bauele-
ment mit einer InGaN-Kontaktschicht, Linie 16 die Messwerte
fir das Bauelement nach dem Stand der Technik mit einer p-
GaN-Kontaktschicht wieder. Beide Kennlinien weisen in der
Nahe des Nullpunkts einen steilen Anstieg auf, dem mit wach-
sendem Strom ein wesentlich flacherer Verlauf folgt. In die-

sem zweiten, flacheren Abschnitt ist bei dem erfindungsgema-
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Renn Bauelement die anliegende Spannung U zu einem bestimm-
ten Strom I deutlich geringer als bei dem Bauelement nach dem
Stand der Technik. Somit weist das erfindungsgeméfde Bauele-
ment in diesem Bereich einen deutlich geringeren absoluten
Widerstand U/I auf.

Die Erlduterung der Erfindung anhand der beschriebenen Aus-
ftlhrungsbeispiele stellt selbstversté&ndlich keine Beschran-
kung der Erfindung auf diese dar. Die Erfindung bezieht sich
auf strahlungsemittierende Bauelemente wie beispielsweise
Leuchtdioden (LEDs) und Laserdioden, ist aber allgemein auch

flir andere GaN-basierende Bauelemente geeignet.



10

15

20

25

30

35

WO 03/026029 PCT/DE02/03199

11

Patentanspriiche

1. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem
Halbleiterkdrper (1), der eine strahlungserzeugende aktive
Schicht (9) und eine p-leitende Kontaktschicht (2) aufweist,
wobeil auf die p-leitende Kontaktschicht (2) eine Kontaktme-
tallisierung (3) aufgebracht ist,

dadurch gekennzeichnet, dafs

die Kontaktschicht (2) InGa;-.N, 0<x<1 oder Al,In,Ga;.x-yN,
0<x<1l, 0<y<l, 0<x+y<l enthalt.

2. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch
1,
dadurch gekennzeichnet, dafR

die Kontaktschicht (2) mit Magnesium dotiert ist.

3. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch
1 oder 2,

daduzrch gekennzedidichnet, daf’

der Indiumanteil in der Kontaktschicht (2) grdRer 1 Atom%
bezogen auf die Gruppe-III-Gitterplatze ist, bevorzugt
zwischen 1 Atom% und 9 Atom% und insbesondere zwischen
einschliefflich 3 Atom% und einschlieRlich 6 Atom%, Jjeweils

bezogen auf die Gruppe-III-Gitterplatze, liegt.

4. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement einem der An-
spriche 1 bis 3,

dadurch gekennzedichnet, daf’

die Kontaktmetallisierung (3) mindestens eines der Elemente
Pd, Ni, Au oder Pt oder eine Legierung von mindestens zwei

dieser Elemente enthalt.

5. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Ansprliche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dafs

die Dicke der Kontaktschicht (2) zwischen 0,01 um und 1,0 pm,
insbesondere zwischen 0,1 um und 0,2 pm liegt.
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6. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Ansprluche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daf3

der Halbleiterkdrper (1) eine Halbleiterschichtenfolge auf-
weist, in der der Reihe nach in Richtung der Kontaktmetalli-
sierung (3) eine n-leitende erste Mantelschicht (7), eine n-
leitende erste Wellenleiterschicht (8), eine aktive Schicht
(9), eine p-leitende zweite Wellenleiterschicht (10), eine p-
leitende zweite Mantelschicht (11) und die Kontaktschicht (2)

angeordnet sind.

7. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch
6,

dadurch gekennzeichmnet, dafR

die erste Mantelschicht (7) n-AlGaN und die zweite Mantel-
schicht p-AlGaN (11) enthalt.

8. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch
6 oder 7,

dadurch gekennzeichnet, dafd

die erste Wellenleiterschicht (8) n-GaN und die zweite Wel-
lenleiterschicht (10) p-GaN enthalt.

9. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Anspriche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dafd

die aktive Schicht (9) mindestens einen InyGa;-xN, 0<x<l oder
Al,In Ga;x-yN, 0<x<1, 0<y<l,0<x+y<l enthaltenden Quantenfilm
(12) umfaft.

10. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Ansprltiche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, daR

die Kontaktschicht (2) eine Defektdichte aufweist, die gleich
oder grdRer als 5-10° cm™?, insbesondere gleich oder grdfer

als 1-10*° em™ ist.
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11. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Ansprlche 1 bis 10,

dadurch gekennzeilichnet, daf

der Halbleiterkérper (1) auf der von der Kontaktschicht (2)
abgewandten Seite ein Substrat (5) aufweist.

12. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 11,

dadurch gekennzedichnet, daR

das Substrat (5) SiC enthalt.

13. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 11,

dadurch gekennzeichnet, daR

das Substrat (5) Saphir enthilt.

14. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Ansprlche 11 bis 13,
dadurch gekennzedichnet, dafl der Halb-

leiterkdrper eine an das Substrat (5) angrenzende Puffer-

schicht (6) enthilt.

15. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem
der Ansprltiche 1 bis 14,

dadurch gekennzedilchnet, dafs

das Bauelement eine Lumineszenzdiode, insbesondere eine La-

serdiode oder eine LED ist.

16. Verfahren zur Herstellung eines strahlenemittierenden
Halbleiterbauelements mit den Schritten:

a) Bereitstellen einer Halbleiteroberfliche,

b) Aufbringen einer p-leitenden Kontaktschicht (2), die
IngGa;-xN, 0<x<1 oder AlyInyGa; . yN, 0<x<1, O<y<l, 0<x+y<l
enthalt, auf die Halbleiteroberfl&iche, und

c) Aufbringen einer Kontaktmetallisierung (3) auf die p-
leitende Kontaktschicht (2).
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17. Verfahren nach Anspruch 16,

daduzrch gekennzeilchnet, dafs

in Schritt a) eine Mehrzahl von Halbleiterschichten epitak-
tisch auf einem Substrat (5) abgeschieden werden, so daf die
Oberflache der zuletzt abgeschiedenen Halbleiterschicht die
Halbleiteroberfléche bildet.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
daduxrch gekenn=zeichnet, dafs
in Schritt b) die p-leitende Kontaktschicht (2) epitaktisch

auf der Halbleiteroberfladche abgeschieden wizrd.

19. Verfahren nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeilchnet, dafs

in Schritt b) die Kontaktschicht (2) bei einer Temperatur
zwischen 700°C und 1000°C, insbesondere zwischen 750°C und

850°C abgeschieden wird.

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekenn=zeichnet, daf
wahrend der Abscheidung der Kontaktschicht (2) Stickstoff als

Tragergas verwendet wird.
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